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１．経歴
1956年より機械装置製作事業を行う



明石海峡大橋ケーブルバンド



• 1987年、東邦エンジニアリング（株）を設立

• 新分野へ進出

ガスタービン、航空機エンジン部品の加工に着手する

• 半導体分野へ進出

1998年、インテル社向けＣＭＰ研磨パッド加工を受注

2000年、パッド加工溝装置の製造販売を開始

• 2009年、大阪大学の指導により次世代半導体基板の仕上げ加工
（CARE法）の研究開発を始める

• 2021年、東邦エンジニアリング（株）を合併する



２．CMPパッド加工装置

最大径１２００ｍｍ
溝加工

表面仕上げ
外径切断

ドレス加工



パッド溝パターン



CMP用4インチドレス加工



ドレス時間の短縮

廃棄物削減

作業時間の短縮
（パッド交換、立上時

間）

コスト削減

環境と経済性を
両立できる技術が
求められている

３．パッド再生技術



エコキャップをCMP装置に装着する



Ｌｅｔｉでの再生パッドの実験結果







パッド汚染検査



新品 再生品



４．パッド検査装置

特長

全面を短時間で検査できる。
低コスト

全データ自動保存

研磨装置へ搭載



５．新たな取り組みCARE法

従来のＳｉパワーデバイスの性能限界が迫り、優れ
た特性を持つ、新たな半導体材料の開発が必要に
なってきた



ＳｉＣ基板、平坦化加工の課題－１
• 信頼性

研磨時間は、研磨圧力と速度に比例する（プレストン理論）

ため一般に高荷重により、加工能率を上げる。

しかし、通常拡散している砥粒が凝集すると、基板内部に

潜傷と呼ばれるスクラッチが発生する恐れがある。

発見困難なSiC基板内部に生じる潜傷

潜傷

致命的なデバイス不良を起こす

CMP法加工により基板に生じた潜傷（独立行政法人産業技術総合研究所ホームページから抜粋）



ＳｉＣ基板、平坦化加工の課題－２

• 加工コスト

ダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、極めて加工困難

長時間加工で高価な研磨液を大量に消費

弊社における加工液削減対策

（特許第５９３５１６８号）



ＣＡＲＥ法®

大阪大学、山内教授、佐野准教授によって
考案された新技術

（下図は従来技術）

（阪大HPより）



ＣＡＲＥ法の優位性－１

CARE法により加工したSiC基板：加工後表面は、
変質層が無く、原子レベルの平坦化が可能（ス
テップバンチングが発生しない）

CARE法により加工した、OFF角0度のSiC基板 （阪大）

左図のAB断面（模式図）
4H-SiC
c軸格子定数：1.008 nm
1ステップの高さ：0.252 nm

1.0nm
0.25nm

A

B ４H-SiC結晶構造

A

A’

2μm×2μm

CARE平坦化面（AFM)
P-V: 0.731 nm  
RMS: 0.086 nm
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ＣＡＲＥ法の優位性－１

表面及び内部のキズを完全に除去できるた
め、デバイスの信頼性が確保できる

加工前 20nm 加工後 100nm 加工後

6インチSiC基板

ウエハマップ：レーザーテック社製のSICA6Xにより観察

発見困難なSiC基板内
部に生じる潜傷

潜傷



ＣＡＲＥ法の優位性－２

SiCはスイッチングロスの省エネ効果を期待するため、
リーク電流の削減が重要
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エネルギー損失
（参考文献：Market Penetration of Wide-Bandgap SiC and GaN technology in light of Silicon Superjunction and IGBT technology 

evolution: CS MANTECH Conference, May 19th - 22nd, 2014, Denver, Colorado, USA）



ＣＡＲＥ法の優位性－２

HVPE-SiC上のショットキーダイオード特性の表面加工法依存性
(デンソー基礎研究所)

デバイスのリーク電流を1～2桁低減できる省エネ効果

GaN Sub.

Ti/Al

GaN（1~2x1016cm-3, 5mm)

Schottky Electrode (Ni/Au) 

(D=100,200,300,400,500mm)

豊田中央研究所提供 GaN
ショットキーバリアダイオード
の外観と断面構造図
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